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Введение. Предприятия микроэлектроники вынуждены значительную 
часть своей прибыли направлять на исследования и разработки. Компьютерный 
эксперимент позволяет снизить как материальные, так и временные издержки. 
В зависимости от масштаба длины выделяют три уровня компьютерного 
проектирования и моделирования в микроэлектронике: моделирование свойств 
материалов, приборно-технологическое моделирование, а также схемотехни-
ческое моделирование и топологическое проектирование.  

Основная часть. С помощью моделирование материалов (представлен-
ные результаты получены с использованием квантово-механического модели-
рования (КММ)) можно дополнить модель недостающими фундаментальными 
параметрами, либо произвести учет особенностей структуры и состава.  

Выполнено исследование транзистора с высокой подвижностью носителей 
заряда [1]. Для анализа паразитного эффекта саморазогрева необходимы были 
значения теплопроводности твердого раствора Al(1-x)GaxN. Представленные 
данные в литературных источниках не могли использоваться по одной или 
нескольким причинам: другой состав твердого раствора, авторы не указывали 
кристаллографическое направление (теплопроводность в данном материале 
имеет анизотропный характер), результаты имели большое расхождение с 
другими работами (для экспериментальных работ). С использованием КММ 
выполнен расчет теплопроводности, данный параметр использовался далее на 
уровне приборно-технологического моделирования [1, 2]. 

Приборно-технологическое моделирование позволяет выполнять оптими-
зацию широкого диапазона полупроводниковых устройств и структур, 
выполнять калибровку и верификацию параметров моделей технологических 
процессов и моделей переноса носителей заряда, выполнять учет деструк-
тивных влияний на характеристики полупроводниковых приборов. 

Разрабатываемые модели обеспечивают адекватное описание статических 
и динамических характеристик полупроводниковых приборов. В [3] представ-
лена электрическая модель кремниевого ПТУП (модель Шихмана–Ходжеса), 
отличающаяся учетом деградации эксплуатационных характеристик при 
совместном влиянии потоков электронов, протонов и нейтронов (с макси-
мально допустимыми значениями флюенса электронов FE = 6∙1016 см-2  
с энергией EE от 3 до 5 МэВ, протонов FP = 6,6∙1011 см-2 с энергией EP от 1 до 
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3 МэВ и нейтронов FN = 2∙1015 см-2 с энергией EN от 1 до 2 МэВ) в широком 
интервале температур (от 70 до 400 К). В [4] разработана физико-тополо-
гическая модель кремниевого МОП-транзистора (BSIM4), отличающаяся 
учетом деградации эксплуатационных характеристик при изменении тополо-
гических размеров затвора (допустимое значение ширины от 1,5 до 6,0 мкм, 
длины – от 1 до 2 мкм), температуры окружающей среды (от 223 К до 373 К), 
мощности (от 0,1 до 10 рад/с), дозы (до 1,5 Мрад) и типа источника ионизи-
рующего излучения (60Со или Xray-источник). 

Разработанные модели применяются отдельно или совместно с производст-
венными библиотеками проектирования для создания топологических решений 
интегральных микросхем. Так, с использованием библиотек проектирования, 
соответствующих технологии «TSMC 0.18 µm CMOS MS/RF 1.8/3.3 V», осу-
ществлена разработка схемотехнических и топологических решений проек-
тируемой заказной аналого-цифровой ИМС для первичной обработки сигналов 
время-проекционной камеры [5]. 

Заключение. В качестве потребителей созданной научно-технической 
продукции выступают научно-исследовательские институты и предприятия 
радиоэлектронной промышленности, а также отечественные и зарубежные 
компании, работающие в области разработки и внедрения полупроводни- 
ковых приборов и интегральных микросхем с высокими потребительски- 
ми качествами. 
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